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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan i1 mengandungt EMPAT muka surat yang

bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan m1

Jawab kesemua EMPAT soalan Kesemua soalan wajib diyjawab dalam Bahasa Malaysia
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Cas elektron C=1 6x10°C

Pemalar Planck h= 6 626x10°4J s
Pemalar Boltzmann k=1 381x102 J/K
Jisim rehat elektron me=9 11x10 *'kg

Antara dua sifat utama semikonduktor 1alah kebersandaran kekonduksian
kepada suhu dan kebersandaran kekonduksian kepada jemis bendasing di
dalam semikonduktor Berdasarkan dua sifat tersebut di atas bincangkan
secara ringkas bagaimana anda memanipulasinya dalam teknologi
masakim

(10/100)

Perbincangan pengangkutan elektron di dalam semikonduktor memerlukan
nsim berkesan m* diperkenalkan menggantikan jisim rehat elektron mg
Jelaskan kenapa?

(10/100)

Pergerakan elektron 1-dimens: di dalam bahan semmukonduktor akan lebih
jelas difahami dengan bantuan lakaran rajah tenaga elektron, halaju
elektron dan jisum berkesan elektron melawan vektor gelombang k
Lakarkan ketiga-tiga rajah tersebut

(30/100)

Tanpa daya luar elekiron bergerak secara rawak di dalam semikonduktor
dengan sesaran bersith sifar Adanya pengaruh daya luar F menyebabkan
elektron mengalami pergerakan bersih yang bukan sifar Bincangkan
bagaimana satu elektron berinteraks: dengan kekisi hablur dibawah suatu
daya luar F menggunakan rajah tenaga E melawan vektor gelombang k
(30/100)

Menggunakan persamaan pengangkutan elektron di dalam semikonduktor
1sotropik terbitkan ungkapan mewakili kelincahan elektron
(20/100)

Huraikan kenapa konsep kelincahan tidak boleh digunapakai bag: elektron
yang bergerak di dalam vakum?
(10/100)

Lohong di dalam semikonduktor sentiasa kurang lincah daripada elektron
Huraikan kenyataan im
(10/100)
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Terangkan secara ringkas proses-proses serakan terhadap pembawa sepert:
benikut

(20/100)
1 Serakan getaran kekisi
1 Serakan bendasing neutral
11 Serakan bendasing terion
v Serakan pembawa-pembawa

Diketahu1 bahawa kelincahan pembawa adalah bersandar suhu Im adalah
kerana ungkapan masa serakan yang bersandar suhu d1 dalam persamaan
kelincahan pembawa Daripada senarai di bahagian c) d1 atas nyatakan
proses serakan yang akan menghadkan kelincahan pada 1) suhu rendah 1)
suhu bilik Jelaskan kenapa ?

(20/100)

Untuk semikonduktor tak degenerat, keadaan keneutralan cas menghasilkan
ungkapan

-1 -1
Ep -E E. -E Ep -E E, --E
F VJ-—NCexp .Z€ F)+Nd 1+2exp[- F °d N, |1+2exp| —2—F =0
% AT % %

6] Tunjukkan bahawa untuk semikonduktor jems —p

n

1

E,=E, —kT m(p—°)
(30/100)

(1)  Seterusnya hitung dan lakarkan kedudukan paras Fermu di dalam
sampel S1 pada 300K yang didop dengan 15x10%cm™ atom P
Anggapkan kesemua atom penerima terion

(10/100)

Huraikan kesan banyak jasad di dalam semikonduktor yang degenerat
(40/100)

Terangkan secara ringkas perbezaan antara serapan optik di dalam
semikonduktor tak terus sepert1 Ge dengan semikonduktor terus seperti
GaAs

(20/100)
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Suatu sampel S1 didop dalam keadaan di mana J, = 3J, di bawah suatu
medan elekink luar di mana J, dan J, adalah arus lohong dan elektron
Hitung kepekatan elektron dan lohong pada keseimbangan, pendopan
bersth dan kerintangan bahan pada suhu 300K

(20/100)

Pemalar resapan elektron di dalam sampel Ge 1alah 105cm%s Tentukan
panjang laluan bebas dan halaju hanyut pembawa di dalam medan elektrnk
250V/cm Tentukan juga tenaga diperolehi oleh pembawa di dalam laluan
bebas Anggapkan suhu 300K

(20/100)

Terangkan fenomena diod terowong dengan bantuan rajah jalur tenaga
(30/100)

Lakarkan kurva I-V diod terowong dan kaitkan bahagian kurva tertentu
dengan rajah-rajah-rajah jalur tenaga yang anda lakarkan di dalam

bahagian a) (30/100)

D1 dalam proses serapan fonon, jelaskan kenapa sinar elektromagnet yang
datang hanya berinteraks: dengan mod optik tetapr tidak dengan mod
akustik?

(20/100)
Jelaskan struktur, binaan, operasi dan output suatu laser semikonduktor
(20/100)

Propecties of G, S and GaAs 2t 300K

b Ey Tl ’ & wsi o

Awenkdmoloculsr weight = 726 B0 " 3463

Deasity {g ci™) 333 23 532

Diekeotei onsmant 140 115 131

Conduction’band, N {c™) 104 % 107 28 % 10° 47 x W0

Mlencn b Y % 10" 102 R 70 % WP

Eloctron affinity (V) 401 405 407

W»wgs@p - o7 112 143

concentration, 0, 5 lom™) 24 x 109 18 x W*® 179 % Wt
mm% 68 43 565

Effective sass "

Wﬁmﬁm 085 118 0.068

i g 03 08t 856

Condastivity miim, 012 826 809

myfm, 823 038

V- seey <3900 1350 8500
Hoke (cor® V™ sec*) 1900 480 400
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